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Pourqguoil ralentir la
relaxation ISB ?
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Buffer AlGaN relaxé a 90% avec substrat SiC

Barrere AlGaN cohérent avec GaN relaxé dans MPQ

Modélisation des MPQ GaN/AlGaN
Caracterisation optigue
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CONCLUSIONS
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Saturation de e,h,

PL en fonction de la température

"Quenching” de e,h,, activation

thermique des états excites

Modélisation satisfaisante de MPQ GaN/AlGaN

Relaxation ISB fortement ralentie si (e, —e,) < LO
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Le Si Dang
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Dynamique de la PL

Relaxation de e, fortement dépendant de e,

Observation of hot luminescence and slow ISB
relaxation in Si-doped GaN/AlGaN MQW structures
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